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A process for forming a MOS gated device in which an 
oxide layer is patterned to have adjacent thick and thin 
oxide layers atop a silicon surface. Polysilicon is then 
patterned atop the oxide layer with a critical alignment 
step to the thin oxide layers in the process. Boron is 
implanted through both the thick and thin regions of the 
oxide which are exposed by the polysilicon mask to 
form P type base regions and P type guard rings in the 
silicon. Arsenic is thereafter implanted at an energy at 
which arsenic atoms penetrate only the thin oxide 
exposed by the polysilicon to form self-aligned source 
regions in the base regions previously formed. A 
contact opening mask which is critically aligned to the 
polysilicon mask forms openings for making contact to 
the silicon. The device is completed using non-critical 
alignment masking steps. 
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) Verfahren zur Herstellung von MQS-Gate-gesteuerten Bauteilen 

) Bel einem Verfahren zur HersteHung elnes MOS-Gate-ge- 
ststxerten Bauteila wird eine QxydachJcht mix einem dararti- 
gen Muster versehen, daft sle benachbarte dteke und dunne 
Oxydschtehten Ober elner SDIziumoberflSche aufwslst Poty- 
eillzlum wird in einem Muster Obor der Oxydachicht in einem 
kritJschen Ausriehtschritt auf die dQnnen Oxydschichten 
eufgebracht Bor wird duroh sowohl die dJcken ala auch die 
dQnnen Berelche dee Oxyde hindurch impiantlert die von 
der PoJyafilzlum-Maaxe nlcht abgedeckt warden, urn Baela- 
berelche vom P-Ldtungetyp und Schutzringe vom P-Lel- 
tungstyp In dam SJtizfum auszubilden. Danaoh wird Arson 
mlt emer Energie impiantiert bei der die Arsenatome 
Jedigiich dee dflnne Oxyd durchdrfngen, dee nioht von 
PolysiJfcrium bedeekt 1st um selbstausgerfchtete Sourcebe- 
reiche In den vomer auagebildeten Baalaberefchefl zu Widen. 
Eine Kontaktfifmungsmeajce, die kritisch mlt der Fofysttlzl- 
unvMaske auagerichtet 1st WW at Ofmungen zur Herateilung 
von Kontakten mft dem SBizium. Das BauteJJ wtrd unter 
Verwendung von eine unkrttfsche Ausrichtung aufwelsenden 
Masiderungsschritten fertiggesteift 
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Beschreibung beschriebenen Weise ausgebildet wurden, wird ein Mas- 

kierungsschritt ausgefuhrt, der Kontaktfenster in einem 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Her- Nicdrigtemperatur-Oxyd ansbfldet, das die Halbleher- 
stcDung von MOS-Gate-gesteuerten Bauteikn der im schcibenoberflache bedeckt Diese Maske 1st in kriti- 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art 5 scher Weise mit der Potysiiizhim- Maske ansgerichtet 

MOS-Gate-gesteuerte Bautefle, wie z. R Leistungs- Es seidarauf hingewiesen, daB dieser Scbritt ledigUch 
MOSFETa, ein Isonertes Gate aufweisende bipolar© zwei erne kritische Ausrichtung crforderade Maskie* 
Transistoren (TGBT) und MOS-Gate-gesteuerte Thyri- . rungsscbritte aufweist, wie dies welter oben beschrie- 
storen sind gut bekannt. Das fOr die Herstelhmg dieser ben wurde. Der erste Scbritt ist die Ausricbtung der 
BauteOe verwendete Verfahren verwendet dne Fotge 10 PolysiKzhira-Maske mit der vorhergehenden Maske, die 
von Maskierungsschritten, bei denen vide der Masken die dflnnen und dicken Oxydbereiche festlegte, Der 
sorgfaltig und in kritischer Weise bezughch einander zweite kritische Ausrichtungsschritt ist die Ausrichtung 
au8gerichtet werden mflssen. Jede Maskenscfalcht in d- der Kontaktfenstermaske mh der vorhergehenden 
nem Verfahren vergrGBert die Heretellungskosten, und Polysflizium-Maake. 

jeder Maskierungsschritt ftthrt eine neue mdgliche Feb- 15 Bine Vietzahl von in Serie gescbalteten PMOS-Bau- 
lerquelle qxl Weherbin trSgt auch die Notwendigkeh teilen kann wahrend der vorstehend beschriebenen Ver- 
der Ausricbtung mehrerer Masken mh kritischer Ge- fahrensschritte ausgebildet werden, urn ein en AbschluB 
nauigkdt rektiv zueinander zu den HersteUungskosten zu bilden, der den aktiven Berdch des Bauteiis umgibt 
bei und fiihrt die Mdghchkeit zusfltzlicher Herstellungs- Ira einzelnen werden zur Herstdlung von Haibleher- 
fehlerekL 20 bauteOen Masken verwendet, um jede der verschiede- 

Ein Verfahren zur Herstellung dcrartiger Bauteile, nen Schichten zu bilden, die fur die Funktlonsweue der 
das eine verringerte Anzahl von Masken und eine ver- Halblciterbauteile erforderiich sind Bei der vortiegen- 
ringerte Anzahl von kritischen Ausrichtungen zwischen den Erfindung bildet im Ergebnis eine einzige Maske 
einzelnen Masken verwendet, ist wOnschenswert, weil zwei Schichten aus. We nn a ls Beispiel ein vertikaler 
hierdurch die Anzahl der Halbleiter-Handhabungsvor- 29 N-Kanal-Leistungs-MOSFET verwendet wird, so be- 
gauge, mogliche Fehfer und die Kosten fur einzelnc steht dieser vertikale N-Kanal-Leistungs-MOSFET 
Halbleiterpiattchen in einer Halbleherscheibe verrin- grundlegend aus zwd eindiffundierten Bereichen: ei- 
gert werden. nem flachen N + -Beretch und einem tieferen P-Haupt- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- teilberefch. Die Reichwehe von Bor (einem Dotierungs- 
fahren der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem 30 mhtel vom P-Typ) in Siliziumdioxyd entspricht ungefthr 
eine geringere Anzahl von Masken fur die Herstellung der fflnf fachen Reichweite von Arsen (einem Dotie- 
derarnger Bauteile erforderiich ist, wobd insbesondere rungsmhtel vom N-Leltungstyp). Eine Oxyddicke von 
die Anzahl der mit kritischer Genauigkeit zueinander 3000 A kann von einer Borimpiantation von mehr als 
auszurichtenden Masken verringert ist ungeffihr 80 KeV durchdrungen werden, wahrend sie 

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 35 eine Maske gegen eine Arsen- Implantation mit weniger 
angegebenen Merkmale geldst als ungefahr 1?0 KeV darsteUen wflrde. GemlB der Er- 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbudungen fmdung wird diese Eigenschaft dazu ausgenutzt, sowohl 
der Erfindung ergeben sich aus den UnteranspruchexL die P-Kfirper- als auch die N + -Bereiche unter Verwen- 

Bei dem erfindungsgemfiBen Verfahren wird die An- dung einer einzigen Oxydschicht- und Polysilizium- 
zabl der erforderlichen Masken und insbesonders die 40 Maske auszubSden (wobei die Source- Maske fortfallen 
Anzahl der kritisch gegeneinander auszurichtenden kann). Das Verfahren zur Herstellung des Bauteiis ver- 
Masken dadurch verringert, daB die unterschiedlichen wendet dann eine wehere kritische Maske, um alle Kon- 
Implantanons-Reichweiten bestimmter N- und P-Frem- taktbereiche festzulegen. Diese Maske und die Maske 
da tome oder Douerungsmittel ausgenutzt werden, um zur Festlegung des PoIysiUzium-Musters sind die einzi- 
ein Grenzschichtmuster mit einer geringeren Anzahl 45 gen beiden Masken, die eine kritische oder eine bohe 
von Maskierungsschritten, beispielswdse iedighcb zwd Genauigkdt aufweisende Ausrichtung erfordern. 
kritischen Maskenausnchtvorgangen herzusteiien. Ausftthrungsbeispiele der Erfindung werden im fol- 

Bei dem erfindungsgem&Ben Verfahren wird eine genden anhand der Zeichnungen noch nfiher erifluiert 
Oxydschicht mit benachbarten dflnnen und dicken Be- In der Zekhnung zeigen: 

reichen in einem ersten Maskierungsschritt gebildeL Ei- $0 Fig. 1 dne Querschnittsansfcbt dnes kleinen Ab- 
ne mh einem kritisch ausgerichteten Muster versehene schnittes einer Halbleiterscheibe nach einem ersten 
Polysilizium-Schicht wird in einem zweiten MasMe- Maskierungsschritt und der Ausbildung eines Musters 
nmgsscbritt ausgebildet, um in genauer Weise Polysili- von dunnen und dicken Oxydcn, 

ziumschichten in vorgegebenen Bereichen des dflnnen F5g. 2 den Halblcitcrschcibcn-Abschnrtt nach Fig. 1, 
Oxyds abzuscheiden, das dann zum Gateoxyd des MOS- 55 nachdetn eine zweite Maske zur Formung einer Polysili- 
Gate-gesteuerten Bauteiis wird. Eine erste Dotierungs- ziumschicht mit kritischer Ausrichtung zur ersten Mas- 
mittelart wird dann durch sowohl das dtlnne als auch das ke verwendet wurde, 

dkke Oxyd hlndurch implantiert, das von dem mit einem Fig. 3 den Halbleiterscheibcn-Abschnitt nach Fig. 2 
Muster versehenen Potysilizhun freigelassen wird, um nach der Implantation eines Bastsbereiches durch die 
mit Abstand angeordnete Basisbereiche zu bilden. Eine eo freiliegenden dicken und dflnnen Oxydbereiche und 
zweite Dotieningsmhtelart wird nachfolgend mit einer dem Eintreiben der Basisbereiche des Halbleherbau- 
Energie implantiert, die ausrelcht, um ledigKch die dOn- teils, 

neren, zwischen den Randern des Folysfliziums und den Fig. 4 den Halblcherscheiben-Abschnitt nach Fig. 3 
Randern des dickeren Oxyds freiliegenden Oxydberei- nach der Implantation der Source-Berciche ledigjich 
che zu durchdringen, mcht jedoch das freiliegendc dik- 65 durch das freiliegende dflnne Oxyd zur Bildung von 
kere Oxyd, um Sourcebereiche in den Basisbereichen Sourcebereichen sowie nach der Warmebehandlung 
mit kritischer Ausrichtung zu bilden, Nachdem die Ba- dieser Bereiche, 

sis bereiche und die Sourcebereiche in der vorstehend Fig. 5 den HalbldterscheO>en-Abschnitt nach Fig. 4 
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nach der Abscheidung einer Oxyd-Zwischenschicht und bei Streifen 20, 21, 22, 23, 24 und 25 an ihrem Platz 

der Ausbildung von Kontaktfenstern durch cine Masko, verbleiben. Die Streifen 22 und 23 and Gates fur die 

die mit kritiscber Genamgkeh gegennber der Polysflizi- herzusteflenden Halbleiterbauteile mit MOS-Gate- 

um-Maske ausgerichtet ist steuerung. und sic and bmsichtlich Direr Lage genau in 

Fig. 6 den Haibleiterscheiben-Abschnitt nach Fig. 5 5 der Mitte oberhalb der dOnnen Gateoxyd-Bereiche 18 

nach der Abscheidung der Source-Metallschicht und und 19 f estgelegt wobei ein Spalt von ungefahr 2 um zu 

der Formgebung dieser Source-Metallschicht mit Hilfe den Seiten jeder der benachbarten dicken Oxydberei- 

eines unkritischen Maskienmgsschrittes, che verbleibt und die Streifen eine Breite von 5 um auf- 

Fls>7 die Verwendung von in Serie geschalteten weisea 
PMOS-Bauteflen als Abschlufl fur das beschriebene 10 Die PolysUizium-Streifen 20-21 und 24-25 stnd jeweils 

HalbleiterbauteiV durch einen Spalt von ungefahr 3um getrennt Die 

Fig. 8 die Verwendung von schwimmenden Feldrin- Streifen 20, 21, 24 und 25 und andere nicht beschriebene 

gen mit Fekiplatten als AbschluB fur das beschriebene benachbarte Streifen bflden Schutzringe und Diffusio- 

Halbleiterbauteil ( nen, wie dies welter unten gezeigt wird. 

In Fig. 1 ist ein kleiner Abschnitt einer monokristaiii- 15 Danach wird gemafl Fig. 3 eine Borimplantation aus- 

nen Haibleiterscheibe 10 mit einem relativ dicken Sub* gefQhrt, wobei die For/siliznrmstreifen 20 bis 23 aJs Mas- 

stratabschnitt 1 1 und einem relativ dOnnen epitaxial ab- ke verwendet werden und eine ausreichende Energie 

geschiedenen Abschnitt 12 gezeigt Die Bereiche 11 und verwendet wird, urn sowohl die dOnnen als auch die 

12 sind in Form des N-Lehungstyps fur die Herstellung dicken freifiegenden Oxydschichten 14, 15, 16, 18 und 19 
eines N-Kanal-Bauteils dargestellt doch konnen die 20 zu durchdringen. Beispielsweise kann eine Bor-Implan- 

Leitungstypen umgekehrt werden, urn eine P-Kanal- tatioa mit einer Energie von ungefahr 80 K.eV oder 

Bauteilzu bilden. holier mit einer Dosis von 7E13 cm" 2 verwendet wer- 

Die vortiegende Erflndung kann weiterhin in Verbin- den. Es kdnnten altemativ andere Dotierungsmittelar- 

dung mit irgendeiner gewflnschten Topologie des Bau- ten als Bor ausgewfihlt werden. Die fur die Implantation 
tells verwendet werden, wie z. E einer zeffenfdrmigen 25 verwendete Energie wird teilweise durch die Dicke des 

Topologie, wie sie in dem US-Patent 5 008 725 beschrie- dicken Oxyds bestimmt Auf diese Implantation folgt ein 

ben ist, oder mit einer fmgerfdnnig verschachtelten To- in FI&3 gezeigter Eintretbschritt bei 1175°C Qber 

pologie, wie sie in dem US-Patent 4 376 286 gezeigt ist 30 Minuten, urn die Bereiche 30 bis 36 vom P-Lcitungs- 

Weiterhin kann die Erflndung fur die Herstellung von typ zu bilden. Es sei bemerkt, dafl die Bereiche 30, 31, 35 
irgendeiner gewflnschten Art eines mit MOS-Gate- 30 und 36 Schnitte durch Schutzringe sind, die die aktiven 

steuerung arbeitenden Bautefls verwendet werden, wie Basisbereiche 32 und 34 abschiieBen. 

z.Rfur Leistungs-MOSFET's, Leistungs- IGBTs, Thyri- Danach wird in der in Fig* 4 gezeigten Weise Arsen in 

storen mit MOS-Gatesteuerung und dergieichen. die Siliziumoberfiache implantiert wobei die gleichen 

Bei der dargestellten AusfQhrungsform wird ein Polysilizium-Streifen 20 bis 25 als Masken verwendet 

N-Kanal-Leistungs-MOSFET mit fingerartig ineinan- 35 werden. Die for das Arsen- Implantations mit tel (oder ir- 

der verschachtelter Topologie verwendet In Fig. X wird gendeine andere ausgewablte Art von Implantations- 

zunachst eine dicke Oxydschicfat mit einer Dicke von oder Dotierungsmittel) ausgewablte Energie rekht aus, 

ungefahr 3000 A auf der epitaxialen Schicht 12 aufgc- die dOnnen freiliegenden Gateoxyd-Schichten 18 und 19 

wachsen. Dieses Oxyd wird dann mit einem Photoab- zu durchdringen, wird Jedoch durch die dlckeren freille- 

decklack bedeckt, der Photoabdecklack wird mit einem 40 genden Oxydbereiche blockiert Arsen mit einer Ener- 

ersten (nicht gezeigten) Maskenmuster versehen, und gie von 80 KeV und einer Dosis von 1E16 erreicht das 

das dicke Oxyd wird ge&tzt, wodurch dicke, mit Abstand darunterliegende Silizium und bQdet N + -Source-Strei- 

angeordnete parallele Streifen 14, 15 und 16 gebildet fen 40, 41, 42 und 43 in den Basisbereichen 32, 33 und 34. 

werden. Es kann irgendeine Anzahi von Streifen 14, 15 Als nachstes wird, wie dies in Fig. 5 gezeigt ist, eine 

und 16 verwendet werden, und sie konnen sich um vor- 45 Schicht aus Nledrigtemperatur-Oxyd (LTO) 50 Qber der 

gegebene parallele Pfade herum erstrecken. Diese Be- Haibleiterscheibe nach Fig. 4 mit einer Dicke von unge- 

reiche konnen weiterhin die Form von mit Abstand an- fahr 7000 A abgeschieden. Die LTO wird dann in einem 

geordnetengeschlossenen Vielecken aufweisen. zweiten kritischen Maskierungsschritt (gegenOber der 

Dunne Oxyds treifen 18 und 19 werden dann emeut Polysiu'ziuraraaske) mit einem Muster versehen, um 

auf der freiliegenden Siiizkmoberflache mit einer Dicke 50 Kontaktf enster 60 bis 64 zu bilden. Die Fenster 60 und 

von beispielsweise bis zu 500 A erneut zum Wachsen 64 legen die Oberflaehen der Rmge 21 und 24 frei, die 

gebracht Diese Bereiche 18 und 19 liegen zwischen den Fenster 61 und 63 legen die Oberflaehen der P-Bereiche 

dicken Berefchen 14— 15 bzw. 15—16. Telle der Berei- 32 bzw. 34 unter Source- Bereich 40 bzw. 43 frei, und das 

che 18 und 19 bilden schlieBlich das Gate-Oxyd fur das Fenster 62 legt die Oberflaehen der Basis 33 und der 

Bautefl. Die dicken unddflnnea Bereich konnen andere 55 Source- Bereiche 41 und 42 frei 

Dicken als 3000 A bzw. 500 A aufweisen, und ihre Dik- Es sei darauf hingewiesen, dafi wenn die Topologie 

ken sind auf der Grundlage der gewunsch ten Gate-Cha- des Bauteils nach Fig. 5 so gewahlt 1st, daB sie rmgfor- 

rakteristik, der zu implanderenden Ionen-Art zur Bfl- mig 1st die Basis 33 eine vieleddge Form aufweisen 

dung der P- und N-Bereiche und der zu verwendenden kann, wobei die Source- Bereiche 41 und 42 Schnitte 

Implantationsenergie ausgewfihlt 60 durch einen emzigen kreisringfCrmigen Sourcebereich 

Danach wird eine Schicht aus Poiysiiizium auf der sind, wahrend die Basisbereiche 32 und 34 Schnitte 

Oberflache des Bauteils gemafl Fig. 2 zum Aufwachsen durch eine einzige Basis sind, die konzentrisch zur Basis 

gebracht und ein Photoabdecklack wird auf dieser 33 ist und wobei die Ringe 31 und 35 Schnitte durch 

Schicht abgeschieden und mit Hilfe einer zweiten Mas- einen einzigen Ring sind, der ebenfalis konzentrisch zur 

ke mit einem Muster versehen, die- hi kritischer Weise 65 Basis 33 ist 

(d h. sehr genau) mit der ersten Maske ausgerichtet ist, Danach wird gemafl Fig. 6 ein Sourcemetall 50 auf 

die die Lage der dicken und dOnnen Bereich 15, 16, 18 der Oberflache des Bauteils nach Fig. 5 abgeschieden, 

und 19 festlegte. Das Poiysiiizium wird dann geatzt wo- um einem Kontakt mit den den aktiven Bereich des 
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Bauteils atechlie&enden Ringen 21 und 24 und den Ba- 
sisbereichen 32, 33 und 34 bzw. deren Sourcebereichen 
40, 41 bis 42 und 43 hcrzusteflcn. Danach wird unter 
Verwendung eines vierten, jedoch unkritischen, Maskie- 
rungsschrittes ein MetaQmustor ausgebildet 5 

Fig. 7 zeigt die Verwendung einer Vielzahl von In 
Serie geschalteten PMOS-Bauteilen, die dazu verwen- 
det werden kdnnen, den aktivcn Bereich dcs Bauteils 
nach Fig. 6 abzuschlieflen. Diese Ringe werden wfih- 
rend der gleichen Schritte ausgebildet, die zur Ausbil- 10 
dung des aktiven Bereichs des Bauteils verwendet wer- 
den* 

So wird in Fig. 7 erne PcJysiRzKim-Feldplatte 70, die 
den aktiven Bereich umgeben kann, wahrend des Polysi- 
lizium-Atzschrittes ausgebildet Eine Gate-Samroel- 15 
schiene 71 wird an der Platte 70 angebracht wobei diese 
Platte mit dem votten Polysiludum-Catebereich in dem 
aktiven Bereich kontinuierlich ausgebildet ist Porysilizi- 
um-Ringe 80, 61 und 82 kOnnen ebenfaQs wahrend des 
Pofrysiiizium-Atzschrittes fttr das aktive Bauteil ausge- 20 
bildct werden. Ringe 90 bis 93 vom P-Lekungstyp wer- 
den wahrend des Schrittes nach Fig. 3 eindifhmdiert und 
durch die Polysilizhim-Muster 70,80,81 und 82 definiert 
Kleine Kontakte, die schematisch durch die gestrichel- 
ten Linien 95, 96 und 97 gezeigt sind, verbinden die 35 
P-Bereteh 90, 91 und 92 mit den Gates 80, 81 und 82 der 
drei gezeigten PMOS-Bauteile, wodurch die Source* 
und Gate-Elektroden jedes PMOS-Bauteils kurz ge- 
schlossen werden. Daher werden die Schwdlcnwert- 
spannungen der drei PMOS-Bauteile in Serie geschaltet, 30 
urn das Bauteil abzuschUeBen. Es kann irgendeine ge- 
wflnscnte Anzahl von PMOS-BauteOen verwendet wer- 
den, wie dies fflr die abzuschlieflende Spannung erfor- 
derlichist 

Die Anordnung nach Fig. 7 zeigt eine AbschluBstruk- 35 
tur,bei der die Ringe oder Streifen 90,91 und 92 kurzge- 
schbssen sind, urn die Spannung auf die Schweflenwert- 
spannungen des Bauteils zu begrenzen. Fig. 8 zeigt eine 
andere AbschluBstruktur, bei der jeder der Polysilizuun- 
Ringe 80, 81 und 82 mit dem nichsten P-Ring 91, 92 bzw. 40 
93 rechts von ihm kurzgeschlossen ist, wobei die Span- 
nung auf die Durchgreifspannung zwischen den P- Rin- 
gen begrenzt wird und die PMOS-Bauteile in Sperrich- 
tung vorgespannt werden. Kleine Kontakte, die in Fig. 8 
schematisch durch gestrichelte Linien 195, 196 und 197 45 
dargestelit sind, verbinden die P-Bereiche 91, 92 und 93 
mit Polysiiizium-Feklrmgen 80, 81 und 82. Es kann wel- 
terhin eine {Combination der vorstehenden beiden Ab- 
schluBs trukturen verwendet werden. 

Die verwendeten KurzschluBkontakte smd vorzugs- 50 
weise lediglich in geringer Anzahl mit Abstand vonein- 
ander um die Ringe herum verteih, und die Kontaktstel- 
len werden wahrend des Kontaktdffnungs-Maskie- 
rungsschrittes ausgebOdet Entsprechend kdnnen eine 
kleine Flache aufweisende Kontakte 93, 96 und 97 in 55 
einer Ecke eines recbtwinkligen Halbleiterplattchens 
angeordnet werden. Die eine kleine Flache aufwetsen- 
den Kontakte 93^96 und 97 kdnnen wahrend des Metatt- 
MasWerungsschrittes von dem Source-Metall getrennt 
werden. 60 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur Herstellung eines MOS-Gate-ge- 
steuertenHalbleiterbauteils, 65 
dadurch gekennzedchnet daB das Verfahren foi- 
gende Schritte urafaJBt: 

(a) Ausbildung einer Isoilerschicht oberhalb ei- 
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ner Hauptoberflflche einer SiBzium-Halblei- 
terscficibc, 

(b) Ausbildung eines Musters in der IsoHer- 
schkht in einem ersten Maslderungsschritt zur 
Ausbildung zumindestens eines ersten Berei- 
ch es, der dicker 1st als zumindestens ein ver- 
drckter zweiter Bereich benachbart zu dem er- 
sten Bereich, 

(c) Abscheiden einer Schicht aus Polysilizium 
Qber der Isolierscmcht und Ausbildung eines 
Musters in der PoiysOiziumschicht in einem 
zweiten Maskieningsschritt, um einen dritten 
Bereich abzudecken und zu xnaskieren und um 
einen vierten Bereich des zweiten Bereiches 
freizulegen, 

(d) Iraplantieren von A torn en einer ersten Art 
von Dotierungsmittel mit einer Energie, die 
ausreicht, um sowohl die ersten und zweiten 
Isolationsberetche zu durchdringen, und E3n- 
diffundieren der implantierten Atome der er- 
sten Dotierungsmittelart zur Ausbildung zu- 
mindestens eines Basisbereiches in der Swzi- 
umhalbleiterscheibe In einem Bereich, der von 
dem mit dem Muster versehenen Polysilizium 
fretgelassen wird, 

(e) Impfantieren von Atomen einer zweiten 
Art von Dotierungsmittel mit einer Energie, 
die ausreicht, um den zweiten Isolationsbe- 
reich zu durchdringen, die jedoch nicht aus- 
reicht, um den ersten Isolatkmsbereich zu 
durchdringen, wodurch zumindestens ein 
Sourcebereich in dem zumindestens einen Ba- 
sisbereich ausgebildet wird, 

(Q nachfolgendes Ausbilden eines Source- 
Kontaktes, der mit zumindestens einem Sour- 
cebereich und zumindestens einem Basisbe- 
reichinKontaktsteht 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zefchnet, daB die Isoilerschicht aus Siliziumdioxyd 
besteht 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Vidzahi von benachbarten 
ersten und zweiten Bereichen in der Isolierschicht 
ausgebOdet wird, um abschliefiend eine Vielzahl 
von benachbarten jewefllgen Basisberelchen und 
Sourcebereichen zu definieren. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der erste Bereich eine Dicke von 
ungefahr 2500 A aufweist und daB der zweite Be- 
reich eine Dicke von weiuger als ungefahr 1000 A 
aufweist 

5. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 4, 
dadurch gekennzekhnet, daB die erste Dotierungs- 
mittelart Bor ist und daB die zweite Dotierungsmit- 
telart Arsen ist 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Implantationsenergie von Bor 
grOfier als ungefahr 80 KeV 1st, wahrend die Im- 
plantationsenergie von Arsen kleiner als ungefahr 
80 KeV ist 

7. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet; daB das Verfahren wri- 
ter hin den Schritt der AbschekUmg einer Schicht 
aus Niedrigtemperatur-Oxyd nach dem Schritt (e) 
und die Ausbildung eines Musters in dieser Schicht 
in einem Au&richtma&kierungsschriU umfaflt um 
zumindestens Telle der Basis- und Source- Bereiche 
vor der Ausbildung des Source-Kontaktes freizule- 



DE 195 47 756 Al 
7 8 

gezu 

& Verfahren nacfa einem der Ansprfiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeicfanet, daB era Teil der mit etaem 
Muster versehenen Poiysflizhun-Schicht fiber ci- 
nem Teil des ersten Bereiches Uegt, urn einen weite- 5 
rcn Bereich des ersten Bereiches freizulegen, urn 
zumindestens eine Scnutzrmg-Diffusion in der Sffi- 
zxumobcrfiache wthrend der Ausbildung des Basis* 
bereiches zu definieren. 
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